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※概要（Summary）： 
我々は次世代配線材料として優れた電気特性や高い耐

電流密度を示すグラフェンの高いポテンシャルに着目し

[1]、300ｍｍ以上の大面積基板への展開を念頭に、グラ

フェンの大面積基板上での成長技術や配線作製プロセ

ス開発を行っている。グラフェンを配線材料とする場合に

は、配線幅に相当する厚みの多層グラフェンを準備する

必要があるが、従来知られているようなテープを用いた張

り付け法では大面積化への展開は困難であり、CVD法の

ような大面積化が容易な手法の開発が求められる。報告

者は、結晶性の高い多層グラフェン合成のための触媒金

属を作製し分析を行うことを目的に NPF 設備を利用し

た。 
 

※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・スパッタ装置 ・走査電子顕微鏡 ・真空蒸着装置 ・Ｘ

線回折装置 ・RF/DC スパッタ装置 ・ナノサーチ顕微

鏡 ・ 
多層グラフェンの触媒としては、RF/DC スパッタ装置を用

い 500℃においてコバルト（Co）薄膜をサファイア基板（C
面）及び熱酸化膜付きシリコン基板上に 200nm 程度堆

積し、グラフェン合成のための触媒として用いた。作製し

た Co 薄膜は X 線回折装置により結晶構造の評価を行い、

合成したグラフェンの形状や構造についても X 線回折装

置や走査電子顕微鏡により評価を行った。 
 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
500℃の基板温度においてサファイア基板上に堆積した

Co 薄膜（200nm）の X 線回折パターンを Fig. 1 に示す。

Co 薄膜は高い配向性を示し、ここからは fcc(111)ないし

は hcp(0001)方位へ配向性を有していることが分かった。

別途実施した EBSD 観察によって、Co 薄膜は

hcp(0001)に方位が揃っていることが明らかとなった。この

Co 薄膜を触媒として、CVD 装置により 1000℃程度で多層

グラフェンの合成を行った。実験の結果、従来よりも高い結

晶性を有する多層グラフェンを合成することが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
所望の層数のグラフェンを合成するための触媒膜厚、触媒

種類の最適化及び均一性の実現。 
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Fig. 1: XRD pattern of Co deposited on a sapphire 
substrate. 
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